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İşdə tədqiq edilən I tip heterokeçidlərin fotoçeviricilik xüsusiyyəti malik 

olduğu tədqiq edilmişdir. Ümumiyyətlə, heterokeçiricilərin bütün tipləri 
çökdürülmədən sonra fotovoltaik effekt nümayiş etdirir. I tip heterokeçidlərin 
fotoelektrik parametrləri çox kiçik olur (0.07%). Bunun isə iki səbəbi va: 
birinci səbəb - Cu-nun elektrik kontaktlarından keçidə diffuziyası zamanı 
defektlərin konsentrasiyasının yüksək olması, ikinci səbəb isə nazik 
təbəqələrin polikristalliklik dərəcəsinin yüksək olmasıdır. 

Qısa qapanma rejimində tədqiq olunan materialın fotohəssaslıq spektrini 
təyin etmək üçün bu heterokeçidlər şəffaf təbəqə olan SnO2 ilə işıqlandırıl-
mışdır. Şəkildə bu tip heterokeçidlər üçün qısa qapanma cərəyanı sıxlığının 
spektral paylanma əyrilərinin təsviri əks etdirilmişdir. Şəkilə baxdıqda şəffaf 
təbəqə qısa dalğa uzunluğuna malik işıq ilə işıqlandırıldıqda n-AIIBVI, uzun 
dalğa uzunluğuna malik işıq ilə işıqlandırıldıqda isə p-CdTe-də maksimumları 
müşahidə etmək mümkündür. 

                    
Şək. 1. I tip heterokeçidlərdə qısa qapanma  

cərəyanı sıxlığının spektral paylanma əyriləri  
 
I tip heterokeçidlərin fotoelektrik parametrləri çox kiçik olur (0.07%). 

Bunun isə iki səbəbi var: birinci səbəb - Cu-nun elektrik kontaktlarından keçidə 
diffuziyası zamanı defektlərin konsentrasiyasının yüksək olmas, ikinci səbəb 
isə nazik təbəqələrin polikristalliklik dərəcəsinin yüksək olmasıdır. 

Oksigen mühitində termik işlənmə zamanı I növ heterokeçidlərdə qısa 
dalğa uzunluğa malik oblastdakı ossilyasiyaların amplitudu ilkin temperatur-
larda nisbi azalır. Lakin termik işlənmə temperaturu sonradan artdığı zaman 
yenidən böyüyür. Çökdürülmədən sonra kontakta gətirilmiş təbəqələrin rent-
gen diffraktometrik və elektron mikroskopu ilə əldə olunmuş nəticələrə əsasən 
bu materialların keçid kontaktında müxtəlif oriyentasiyalara və həndəsi 
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ölçülərə malik heterokeçidlərdən təşkil olunmuş polikristal olduğu təyin 
edilmişdir. Alınan materialın ümumi fotogərginliyini bu heterokeçidlərin ayrı-
ayrı hissələrinin fotogərginliklərinin cəminə bərabər götürüləcək. Digər sözlə, 
işarələri fərqli olan nano-fotogərginliklər yekunda fotogərginliyin və fotocərə-
yanın relaksasiyası ilə nəticələnəcək. Termik işlənmə zamanı təbəqələrdə 
yenidən kristallaşma baş verdiyi üçün, digər tərəfədən də, nazik təbəqələrin 
səthi və həcmi tərəfindən udulmuş oksigen kristallitlərin arasından desorbsiya 
olunduğu üçün bu kristalliklər vahid xassəyə malik matris kimi formalaşır. 
Fotogərginliyin və fotocərəyanın termki işlənməsi zamanı ilk temperaturlarda 
I tip heterokeçidlərdə ossillyasiyalar azalacaqdır. Bunun səbəbi isə keçid 
oblastında müxtəlif təbiətli səth hallarının konsentrasiyasının azalmasıdır. 
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Cu-qrafit/p-CdTe/n-Cd1-xZnxS/ZnO heterokeçidli nazik təbəqəli günəş 
elementi sulu məhlulun elektrokimyəvi çökdürülməsi ilə əldə olunmuşdur. 
İncə təbəqələrin çökmə rejimi, kimyəvi tərkibi və faiz tərkibi, eləcə də müxtəlif 
mühitlərin, o cümlədən CdCl2, açıq hava, oksigen və arqon təsirindən asılı 
olaraq elektrik xüsusiyyətləri tədqiq olunmuşdur [1, 2, 3, 4].  

Üçlü birləşmələrin nazik təbəqələrindən ibarət olan kompozisiyaların 
böyük əksəriyyəti, xüsusən Cd1-xZnxS, CdTe ilə elektriklə təmasda olduqda, 
düzlənmə xüsusiyyətlərini nümayiş etdirir. CdTe (6.482 A; Eg=1.44 eV) ilə 
oxşar qəfəs parametrlərinə malik n-AIIBVI bərk məhlullarının nazik təbəqə-
lərindən istifadə edərək heterokeçidlərin tədqiqinin nəticələri aşağıda ətraflı 
təsvir edilmişdir: 

CdTe/Cd0.4Zn0.6S (5,573Å; Eg= 3,13 eV) 
Cərəyan kontaktı olan heterokeçidlər çökdürülmə sonrasında istiqaməti 

CdTe nazik təbəqələrinin xarici sahənin müsbət istiqamətinda olan düzləndir-
mə xüsusiyyəti nümayiş etdirdiyi müşahidə olunur.  
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